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NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory typu BF 214
i BF 215

BN-81
3375-31.02

Zamiast
BN-71/3375-16.07

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa szczegdtowe

wymagai.ia dotyczace krzemowych tranzystoréw n-p-n ma-
tej mocy, wielkiej czestotliwosci, Wykonanych technologia
enritaksjaino-plenarna typu BF 214, BF 215 w obudowie
metalowe]j, pr-z(—-maczonych‘do sprzetu powszechnego uZyt-
ku oraz urzadzen wymagajacych zastosowania elementéw o
wysokiej | bardzo wysokiej jakosci,

Tranzystory typu BF 214 przeznaczone sa do pracy we
wzmachiaczach posredniej czgslotliwoélci odbiornikéw ra-
diowych AM-FM i wzmacniaczach poér_edniej czestotliwoé-
ci toru fonii odbiornikéw TV.

Tranzystor'y typu BF 215 przeznaczone sa do pracy we
wstepnych stopniach i mieszaczach odbiornikéw radiowych

FM.
Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550, 00 dla tran-

zystoréw;
- standardowej jakoéci ( poziom jakoscl 1) 40/125/04,
- wysokie] jakosci { poziom jakosci LI1) 40/125/21,

- bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci I\V) 40/125/56.

2, Przyktad oznaczania tr‘anzggtocéw

a) standardowej jakoséci:
TRANZYSTOR BF 214 BN-81/3375-31/02

b) wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BF 214/3 BN-81/3375-31/02
c) bardzo wysokie] jakoéci:

TRANZYSTOR BF 214/4 BN-81/3375-31/02

3, Cechowanhie trgn;ggtor‘éwrpowinno zawleraé nastepu-
jace dane:

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu)},

¢) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej |

bardzo wysokiej jakosci,
Tranzystory wysokiej jakosci powinny byé znakowane
cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakos$ci cyfra 4 u-

mieszczong po oznaczeniu typu,

4, Wymiary i oznaczenia wyprowadzed tranzystora - wg

;-ysunku i tabl, 1.
Elementy obudowy - wg PN-72/T-01503:
arkusz 29 - podstawa B12, '
arkusz 55 - obudowa C7

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE2S.

' e

0

b 2

BN=®1/3375- 31.02__ 1

Kolektor (C) tranzystora jest potaczony elektrycznie z obudowg.

Zgloszona przez Nauvkowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Podzespoléw i Materialéw Elekironicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. joko norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. | Miar nr 19/1981 poz. 77)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,80 Nakl. 2600 + 55 Zam. 287081

Cena zl 10,80
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Tablica |, Wymlary ' 5, Badania w qrupie A, B, CiD -~ wg ark. 00p. 5.1,
: : Kat
i
SV'T.'bN Ve ymiany, W stopnie
PRI min nom max nom
A 4,3 » 53 .
a - 2, 541) - = 6: Wymagania szczegétowe dia badah grupy A, B, Ci D
@ b, - _ 0,53 " a) badanie podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw; 4,
D,! wgrysunkui tabl, 1,
¢ D 5,3 ~ 5,8 ” |
b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl, 2,
¢ Dy 4,5 = 4,9 - c) badania grupy B, C i D - wg tabl, 3,
F - _ 1,0 - ' d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-
daniach grupy B, C i D - wg tabl, 4,
j 0,92 1,04 1,16 - |
k 0,5 - 1,2 - :
l 12,7 - N .
o - - - 45
B - - 5 90 |
» 7, Pozostate postanowienia - wg ark, 00 niniejszej nor-
1) Wymiar teoretyczny. . . :
my.
Tablica 2, Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badanlach podgru A3, A4iC2
‘ Wartosci graniczne
Podgrupa Rodzaj Kontrolowany | tetoda pomiaru -War s Gosrabam Jed-
badah badania parametr |wg PN-?#/T-01504 U s nostkal] BF 214 BF 215
min | max | min max
1 2 3 , 4 : 5 6 7 8 9 10
Sprawdzenie pod- IC_BQ ark. 05 UC = 10V; {E"' 0f nA | - | 100 = 100
stawowych para- U ) I I
A2 metréw elektrycz (BR) CBO ark, 04 c= 10 pyA; fg=0} V 1301 - 30 -
nych I
Usgr)cro ark, 03 Ie=2mA; g=0 v [30] - 30 ”
Usr)EBO ark. 04 Iw 10 pA; Iomo | v [ 4| - |45 "
Rare ark, 01 In=1mA; Usp=10M - |90 | 330 40 | 165
Ugge ark, 01 o= 1mA; Usp=®0M V| - - 0,65| 0,74
I.=1mA; U, =10V
g~ Y - - -
) Sprawdzenie dru- f’r ark, 24 oo M CE MHz 150
Ad gorzednych para- iwl Hz £
: metréw elektrycz- )
c2 -, _ C‘Zes ark. 23 IC 1mA; UCE =10V oF | - - _ 0%
' | f =1 MHz :
f - . -
re Co ark, 25 c=VmA; Ugg =M oo | o 22 - | s
f= 50 MHz
Sprawdzenie para
metréw elektrycz- I U ’
Ad nych w lompm cBO ark. 05 Bc=10V; [g=01 pA | - ) 50| - | 50
= 125 °C (poziom
i v) !




. BN-81/3375-31, 02

Tai ez 3, Wyvmagania szczegé&oﬁve do badafi grupy B, C i D

Lp.|{ Podgrupa badanh Rodza] badania Wymagania szczegbtowe
1 2 3 4
I . - L]
Sprawdzenie wytrzymatoéci mechaniczne] préba Ub, - metoda 2: 2,5 N; 3 cykle
wyprowadzefi ' préba Ua1: 5N
1 81, C1
Sprawdzenle szczelnosci proba &;6 PRt : feszczelnokcl i
6,65-10  PaYdm /s
Sprawdzenie wytrzymato$ci na spadki potoZenie tranzystora w czasie spadania:
2 B3 ’ 3
swobodne wyprowadzeniami do géry
W .
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary | mocowanie za obudowe
wlelokrotne
4 B6. C6 Sprawdzenie odpornoéci na haratenia uktad OB wg PN-?B/T-OISIS
: elektryczne ' tabl, S, -1, =20mA, Uy =8V
5 Cc3 Sprawdzenlie masy wyrobu 0,5g
Sprawdzenie wytrzymatoscl na przys$pie- kierunek probierczy; obydwa kierunki .
szenia state wzdtuZ osi wyprowadzeh, mocowanie za
’ obudowe
. B Sprawdzenie wytrzymatoéci na udary wie-
mocowanie za obudowe
lokrotne ;
! >
Sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje mocowanie za obudowe
. o statej czg%totliwoéci
7 Cc10 _ Spt‘awdzenidi wymiaréw wg rysunku i tabl, 1
8" D1 Sprawdzenied odpornodci na niskie cifnie- temperatura naratenia 25°C
{poziom jakeéci 111 i IV)] nie atmosferyczne '
9 D4 Sprawdzenlel wytrzymatoéci na pledh brak porostu pleéni po badaniu
rl; D5 - Sprawdzenie wytrzymatogci na mgte solna potoZenie tranzystora dowolne

Tablica 4, Parametry elektiryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy 8, C | Dj_poziom 1, H1ii1v)

informacje dodatkowe

Wanrtoéci graniczne
Oznaczenie Metoda pomiaru Warunki . Jednost- ‘
literowe wg pomiaru Podgrupa badar ka BF 214 8F 215
parametru PN-74/T-01504
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 - o
Bi1, C1, 83, Bs .
: - BS5, C2, C4, C5 nA = 100 - 100
IE = 0
B85, C6, C8 nA - 500 - 500
cz21) pA - 50 - | 50
B1, B3, B4, BS
Ci1, C2, C4, C5 - 90 330 40 165
Ry oy ark. 01 e =¥mA L o7, co
21E
UCE = 10V
86, C6, C8 - 72 400 32 200
cz21) - 45 - 20 -
YW czasie badania.
KONIEC
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F - - . - -

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca nerme - Naukowo-FProdukcyj-

ne Centrum Pdélprzewodnikéw, Warszawa,

Normy zwiazane

PN-73/E-04550, 00 Wyroby elektrotechniczne, Préby $ro-
dowiskowe, Postanowienia ogdine

PN-72/T-01503. 29 Elementy pétprzewodnikowe, Zarys i

- wymiary., Podstawa B12

PN-72/T-01503, 55 Elementy pétprzewodnikowe, Zarys i
wymiary, Obudowa C7

PN-74/T-01504. 01 Tranzystory, Pomiar hzw i napigcie

UBE

PN-74/T-01504. 03 Tranzystory. Pomlar napigé przebicia

U(BR)CEO)’ U(BR )CES' U(BR)CER ’ U(BR)CEX‘
PN-74/T-01504. 04 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia
Y . .

U(BR)CBO) i U(BR')EBO

PN-74/T-01504, 05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecz-

nych ICBO i IEBO
PN-?#/‘T-OIBOA-. 23 Tranzystory. Pomiar parametréw [y ]

w zakresie w, cz,
PN-74/T-01504, 24 Tranzystory. Pomiar modutu thIel w

zakresie w.cz. i czgstotliwosci fr

PN-74/T-01504, 25 Tranzystory. Pomiar state] czasowej
sprzezenia zwrotnego 1,, , C,

PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe, Ogélne wy-
mag;mia i badania

BN-79/3375-31.00 Elementy péiprzewodnikowe, Tranzy-

story matej mocy wielkie] czestotiiwodci. Wymagania i

badania

3, S | KT™M
BF 214 - 1156213406007
BF 215 - 1156213407008

;1, Wartodci dopuszczalne - wg rys, I-1 1 tabl, 1-1,

Rezystancja termiczna ztacze - otoczenie

Rip(j-q) S900K/W

Rezystancja termiczna ztacze - obudowa

Rip (4-c) 500 K/wW
P, |BF 214
[mN] | BF 215
300
%0 ,
N ][R
N
200

S
SEERNEENE
TS

% 85 1 115 tamy [*C] 178

BEN-8173375 < 31.02-1-7]

Rys. 1-1, Zaleinoéé dopuszczalne] wartosci catkowitej
mocy wejéciowe] na wszystkich elektrodach od temperatury

Piot =f(tamb)+Piot =f(tcase)

Tablica I-1

Sy I ‘ Wartos$ci dopuszczalne
Lp. zr:;zet’:: Nazwa parametru Jednostka
F & BF 214 | BF 215
1 2 3 4 5
1 Ucgo Napiecie kolektor-baza \% 30
2 Uego Napigcie emiter-baza Y 4
3 Ucro Napigcie kolektor-emiter - \Y; 30
& I~ Prad kolektora mA 30
5 I Prad bazy mA 1
Eymp= 25 °C 165
b p Catkowita moc wejéciowa ( sta- amb mwW
tot ta lub $rednia) na wszystkich » - 25 % 300
elektrodach case
7 t; Temperatura ztacza °c 175 i
8 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy °c -40,...,+125
9 t,w Temperatura przechowywania OC -55,...,+175




Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31, 02 5
5, Dane charakterystyczne — wg ryé. -2 + 1-24 i tabi. 1-2,
I. | BF 24 1. |BF215
[mA]] BE 295 (mA] tame= 25°C
fam‘ 25°C
12
‘_" 120 pA
, * 100 #A 2
& > ‘-+ R 8mA
- g0 A A
‘ . EmA
. 50 mA b I
4 i 40 uA 4 7 4mA
| } “, e
; Ig= 204A " /‘ Ii = 2mA
0 : 0
v & § 2 Uelv] 20 | 03 04 0 2 & 6Un(V]
BN — ﬂﬂﬁﬁﬁmi BN-81/3379-31.02-1T-3
Rys., 1-2, Charakterystyka wyjsciowa IC = f ( UC.E); IB - Rys, 1-3, Charakterystyka wyjSciowa IC. = )'(UC ); IE -
- parametr i : - parametr =
Iy (BF214 o 1o (BF 214
[uA]| BF 215 tams = 25°C [mA]| BF 215 boms = 25°C
1% Uee =10V
100 10 7[
3
% " /
. Upg =10V /_’
80 & _(
40F %
)4
20 2 /(/
0 —
00 02 0,4 06 0,8 Uge [V] 0 40 80 120 160 Iy [ uA]
(BN-81/3375-31.UZ-1-5

Rys. 1-4. Charakterystyka wejéciowa !B =f( UBE)

Rys. 1-5. Charakterystyka przejéciowa ’C - f(IB )



6 _ Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31. 02,

hee [BF 214
(Morw)| BF 215 [E'IEJT BF 214
- P
; ' 08 tg.‘b = 25°¢C
14 Ucg = 10V " ' Ig ~1mA
12 i 11185°C ~ § =10.7MHz
& 2stc 0.‘ :
1,0 f==——" : \".:.J
"'-'-h-‘
03 -10°C 04
ﬁ ]
06 :
. H
09‘ £ uz
0,2 ‘
Y7 2 5 w2 S 00 2 Ic[mA) O % & 7 6 0 % 28U
BN-8173375—37.UZ2-I-5] o BN-B1/3375=-31.0=1-7

Rys. 1-6. Zale2noéé statystycznego wspdiczynnika wzmoc..

nienia pradowego znormalizowanego od pradu kolektora Rys. 1-7, Zalezno&é pojemnoéci sprzeZenia . zwrotnego od

- hzw(n)"f Uc) napiecia -CIZe=f (UCE)
rwle ' “1 I
fr | 8F 214 [ TT [pS] BF 214 :
' = 25°C
[nw)| BF 215 tams = 25°C P> | BF 218 omb
' £ = 100MHz F= 0
600 15 ‘ T
500 P Uee= 10V -
Ugg = SV -
400 N ¢k 10 S
3 B - /]
200 5
10D ) 1
¢ 0 10 A
1 2 4 110 20 50 100 I¢(mA o1 R { I¢ [mA]
[BN—-81/3375-31. 02~ 1-9]

[BN-81/3375-31. 0Z- 18|

Rys. 1-8, Zaleznoéé czestotliwosci graniczne] od pradu  Rys, 1-9, Zaleinoéé statej czasowej sprzetenia zwrotnego
» kolektora f.=f(I.) od pradu emitera T, Ceo= flg)



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31, 02

7
BF 214
% tm“_' 25°C
_ Uce=10
P I8Fs O L1 1 = 3mA
[(‘;dB] " | toms = 25°C 100 ——
S ot t - : I,c =1imA
[rnils T , '
Ugg = 1DV Ciie (pF) I
R 1o Sy (45) .
- '
6
A . Caze (BF) H
1 F { T 'l
; 9ue (mS)
l b
% 10 00 | f [MHz]
m:]"ﬂméﬁm
M 01 1 10 F(MHz]
BN-81/3375-31.02-1— 11
‘Rys, 1-10, Zaleznoﬁé wspétczynnika szuméw;i optymalinej Rys, 1-11, Zaleinoéé parametréw Y od czestotliwosci
konduktancji od czgstotliwosci F I Gy, =(f)f Xl
Vi rgrzia
h . : 9ue [BF 214
tamb?25°C ' E?SJ § Lol
e Tamd * 25°C \
[pF) £ e08 MH e
Uge = 10V = 0V
1000 WL
== | Cue
Pae (°) s ‘ ‘ 10
(®)
11
100 { Dol (mS)
| L
g 1 5“
” M
(wS)H
09 1 10 [MH7] °'10.l
[BN-81/ 2375+ 31. 02-1-12] .

Rys. 1-12. Zaleinoéé parametréw Y od  czestotliwosci Rys. [-13, Zaletno$é admitanc]l wejéclowe] od pradu emi-
Y=f(f)

- tera g, iC, =fUg)



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31. 02

[Vige | [BF 2% [Yare /[ 8F 214 I
CuS] | . [mS]LBF 215
Yae
~Pree .
(] tamb = 25°C ] tamp = 25°C
f=05MHz £=0.5MHz
100 N Upg = 1...00V 1000
Ueg=1...10V
Pne T
SRIL
D)
: A\
10 , 100 %
‘A
[Yize y
Ugg = 10V Vore]
{ ] 10 I |
6,1 0. 1 T¢ (mA]

[BN-81/3370- 37.02-1-15

Rys, 1-14, Zale2noéé admitancji i przenoszenia wstecz od

Rys. 1-15. Zaleznoéé admitancji przenoszenia w przéd od
pradu emitera |Y12e|;9’12e'f“£)

pradu emitera |Y219 ,; 9?21?=jus)

922¢ [ BF 214 Que [BF 216 =
[uS) LBF215 s [?5] BF 215
s ne Tomp = 25°C L
‘5":"5,31?,1“ o 4 I [pF] ;210,7141-!:/ 7‘5\; f
b =10V
,\““ = Ues®
®
10 AL, 10 et y®
ZAF
" 5
Caze : <
Gure 1] [pf] 2 /% ’
g ~oY
’ 10 , i = e
F
053
N
: g v : M
0.1 J , ’ g 0,1 o
0.1 i T¢ [(mA] 01 02 05 1 2 Sl[mAl
BN-B81/73378 —31.02-1-1% . - [BN-81/3375-31.02-1-17

Rys. 1-16, Zaleinoéé admitancji wyjéciowej od pradu emi-

Rys. 1-17. Zaleinoéé admitancji wej$ciowe] od pradu emi-
tera g, i Coze =f(g)

tera gﬂb"C”b:juE)



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31.02 = 9

[ Yaze I [OF 2% 3 | -lYm; BF 244
[as] | BE213 . [ms] | BF215
- Yie t‘n.I
€] £210,7M ‘ “Yae f <0TMHz || Y= i0V SV 4V
L] toms = 25°C N
=
100 ' Ugp®!..9 100
¥y & - ) 2 If
55 2V —1—t
sV : , ;
Ugg®10V [ ‘ ¥ sV SY 1ty
- ' | TVael
U= =
5 ———
2
1 ! 1
61 02 pS 1t 2 SIcmA) 0.4 1 Ic [mA]
BN-81/3375-31.02-1-19

BN-B 7T - 02- 18]

Rys, 1-18, Zalefino$é admitancji przenoszenia wstecz od Rys. 1..19, Zaieznoéé admitancji przenoszenia w przéd od

pradu emitera |Y12e|;9’122 = ,f(IE) pradu emitera ‘lYgge I; Pa1e =.f(IE)
BF 214 8F 215 ==
[gui BF 215 ' e {"‘]
S - [ms] =100 MKz H— pf
i £ = 107MHz ' " tams 2 287 [P en WY SY 1
EPF] tnmb' 5°C
. 9_‘_“10“ “,-b
100 y 10 ~ gy — = 100
il ' Y ==
Ug. =10V ‘
10 Py 1 10
. 1,
TuepfpfH Noa = 10V APy _
Cage el ‘
: i 0. T '
04 1 I [mA] - : 01 | 1 Ie[mA]
[:mﬁn:km . |BN=-81/3375-31, (j2-1-21]

-

Rys. 1-20, Zaleinoéé admitancji wyjSciowej od pradu emi- Rys. I-21, Zaleznoéé admitancji wejéciowej od pradu emi-
. A .
tera 952e+ Coze =fUg) - tera 9y1e3 Crie™fUg)












